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Introduction 

 我々の研究室では，酸化物半導体である

酸化亜鉛（ZnO）をチャネル層とした薄膜

トランジスタ（Thin-Film Transistor : 

TFT)の高性能化を目的として研究を行っ

ている．従来から，ZnOの導電性を高める

ためにインジウムを添加した IZO (Indium 

Zinc Oxide) をチャネル層としたトランジ

スタに HfO2 などの高誘電率ゲート材料を

組み合わせ，高伝達コンダクタンス素子の

作製プロセスを検討してきた．1) 従来は，

これらの素子をフレキシブル基板などへの

形成を想定し，非加熱プロセスで作製して

いたが，大きなヒステリシスを有するため，

その低減を目指し熱処理プロセスとゲート

絶縁膜の検討を行った． 

Experiment 

ガラス基板上に RF マグネトロンスパッ

タにより IZO を RF パワー100 W, 圧力 1 

Pa, Ar : O2 = 9 : 1 (総流量 3.0 sccm) の条

件で堆積させた試料に対し熱処理を行った．

その後，ウェットエッチングにより素子分

離した後，フォトリソグラフィとリフトオ

フにより EB 蒸着した Ti/Au 電極や HfO2

絶縁膜を形成し，TFT を作製した．その

TFT構造を図 1に示す． 

Results and discussion 

 非加熱で作製した素子とチャネル層形成

後，酸素雰囲気で 300℃, 60 分の熱処理を

施した素子の伝達特性を図 2 に示す．熱処

理により，ヒステリシスが低減し，ドレイ

ン電流値も増大し，S = 0.216 V/dec, gm = 

0.725 mS/mmが得られた． 

熱処理により伝達特性に改善が見られた

ものの，多くの素子にヒステリシス特性が

見られたため，ゲート絶縁膜を SiO2に変え

たものも作製し，特性を評価した．詳細に

ついては，当日報告する． 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 TFT構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 伝達特性．（実線が熱処理後） 
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